
低転位な緩和 AlGaN 上に作製した UV-B デバイスへの高電流注入 

High current operation of UV-B devices fabricated on low dislocation and relaxed AlGaN 
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UV 領域の AlGaN ベースの LD は、医療分野および加工分野において応用が期待されている。

我々の研究グループでは、光の閉じ込めを意識した UV-B レーザ構造において、高電流密度動作

が可能であることを報告した[1]。さらに、アニール処理をしたスパッタ AlN テンプレート上にお

いて成長モードを制御することによって、低転位密度（7.5×108 cm-2）の緩和 AlGaNを作製するこ

とに成功し、光励起レーザの特性が改善したことを報告した[2]。本研究ではこの低転位密度 AlGaN

上に UV-Bレーザ構造を作製した。その結果、EL特性の光出力の向上が確認された。 

図 1 に、作製した設計構造を示す。サンプルは、サファイア基板上にスパッタリング法により

AlNを堆積させ、高温でアニールした AlNテンプレート上に作製した。AlNをホモエピタキシャ

ル成長させた後、n-AlGaNを成長させ、参考文献 1の構造を成長させた。なお、参考文献 1の構

造（MOVPE によって成長させた AlN テンプレート上に作製した）も同時に作製し、デバイス特

性を比較した。J-L 特性を図 2 に示す。発光は端面から測定した。スパッタ AlN テンプレートを

用いることにより、10 kA/cm2を超える大電流動作において、光強度が 10倍を超える大きな増加

が確認され、AlGaNテンプレートの高品質化の効果が確認された。 
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Fig. 2 J-L characteristic and spectrum 
Fig. 1 Sample structure 

第80回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2019 北海道大学 札幌キャンパス)18a-E310-3 

© 2019年 応用物理学会 13-020 15.4


